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シリコン基板上へのシリコンカーバイド（SiC）成膜の研究が、様々な方法で広く行われている。

これらの研究では、シラン、メチルシラン、ジメチルシランなどを原料として SiC 成膜を行なっ

ているが、これらはいずれも爆発性をもつ危険なガスである。本研究では、可燃性はあるが比較

的安全に扱うことのできるヘキサメチルジシランを原料として用いて、SiC成膜を試みた[1-3]。 

実験は、低エネルギー質量分離イオンビーム装置を用いて行った。このイオンビーム装置は、

フリーマン型イオン源、イオン引き出し電極、高精度質量分離器、減速電極、成膜室から構成さ

れている。本実験では、ヘキサメチルジシランをネオンガスによりバブリングし、ネオンとヘキ

サメチルジシランの混合ガスを 3ccmの流量でフリーマン型イオン源に導入した。この混合ガスの

プラズマを立てることによりヘキサメチルジシランを解離し、フラグメントイオンを生成する。

生成されたフラグメントは、電極に印加した高電圧によってイオン源より引き出される。次に、

質量分離器により、多数のフラグメントの中から所望のフラグメント種のみを選別する。この質

量分離されたイオンビームは減速されて低エネルギーイオンビームとなって成膜室に導かれる。

イオンの質量とエネルギーは、Balzers社のプラズマプロセスモニターPPM-421により分析される。 

はじめに、ヘキサメチルジシランの解離で生成されたフラグメントイオン種の分析を行った。

その結果、フラグメントイオンは、H+, H2
+, C+, CH3

+, Si+, SiCH4
+, SiC2H6

+, SiC3H9
+であると分かっ

た。これらのうち、SiC成膜に特に有用と思われるのは、SiCH4
+, SiC2H6

+, SiC3H9
+である。まず、

100eVの SiCH4
+イオンビームを生成する実験を行った。次に、このイオンビームを Si(001)基板に

照射し、成膜実験を行った。基板温度を 800℃に設定した場合、X 線回折により基板上に 3C-SiC

が成膜されていることを確認した。一方、700℃の場合、アモルファスの SiCが成膜された。次に、

SiC2H6
+と SiC3H9

+のイオンビームを生成した。エネルギーは 100eV とし、基板温度は 800℃とし

た。SiC2H6
+の場合、基板上に 3C-SiCを確認した。一方、SiC3H9

+の場合、3C-SiCに加えて、ラマ

ン測定によりダイヤモンドライクカーボンも確認された。XPS により組成分析を行った結果、こ

の膜では C/Si〜2であった。一方、SiCH4
+と SiC2H6

+で成膜した場合には、C/Si~1であった。この

結果から、SiC成膜に適したフラグメントは、SiCH4
+または SiC2H6

+であることが明らかになった。 
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